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VIIl. CONCLUSION TECNICA.

El dispositivo es una antena resonante tipo dipolo con tecnologia RFID, mismo que no mostré respuesta a la
induccién de la sefial, posiblemente por estar fuera del ancho de banda, por lo que se obtuvo su frecuencia
tedrica de operaciéon en base a férmulas, lo que nos da la idea de una antena dipolo tipo parche con
funcionamiento RFID. Mostrada en las figuras siguientes, asi como su posible aplicacién.

N

llustracién 19 Antena receptora. llustracion 20 Aplicacidn.

En la figura 21, se muestran los rangos de frecuencia en los que operaria la tarjeta, misma que se puede
disefar para cualquier necesidad, siendo la de este caso la UHF,

VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

MUY MAA VO LS MUY ALTA ULTRA ALTA WA MTA COTREVA ALTA
FRCUENCA EMluenca | FRICUENCA FOLCUNGA FRECUENCA FRECUENCA FCAaNCa FRECUENC A
3-30 30-300 300 - 3000

KHz ’ MHz ’ GHz ¢

Servicios Tipxos

llustracién 21 Gréfica de frecuencias

INFORME CONACYT DEL ACCESORIO CUANTICO NEWME CARD — GRUPO CUANTICO EdL



! GOBIERNO DE CONACYT Hg

.’ MEXICO Py

e

VI. OBSERVACIONES TECNICAS EN BASE A BIBLIOGRAFIA.
Considerando la estructura del semiconductor, la composicién de las pistas plateadas y la forma de las lineas
conductoras, se determina que su principio se basa en el de la antena impresa o antena MICROSTRIP,
funcionando como un dipolo o antena resonante.

Las antenas impresas de tipo parche, denominadas también antenas microstrip (micro tira), se disefian a partir
de lineas de transmisién o resonadores sobre substrato dieléctrico. Las dimensiones se eligen de forma que la
estructura disipe la potencia en forma de radiacion. En la imagen siguiente se puede observar el principio para
una recepcioén ISDB-T, donde su funcionamiento como antena tipo parche permite la recepcién de ondas de Ultra
Alta Frecuencia. A dicha antena se le coloca un semiconductor compuesto por el arreglo de capacitor-inductor
para la recepcion de sefial.

T pero stems

DISENO PARA RECEPSION ISDB-T

Se tiene las siguientes especificaciones:
Banda: UHF

Rango de frecuencias: 470 MHz - 746 MHz
Frecuencia central: 608 MHz

Impedancia caracteristica: 75 Q

Sustrato: Baquelita £=4.35

Altura i del sustrato: 1.5 mm

llustracién 13 Recepcién ISDB-T.

El sustrato contendra un circuito resonante como el marcado por la bobina Lco de forma externa (espiral
plateado) e internamente por la resistencia Rpar, el inductor Lpar y el capacitor Cpar. Este tipo de circuitos son
circuitos resonantes y existen en dos categorias, de baja impedancia y alta impedancia, como el que se muestra
en la imagen 14 siguiente:
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XI.
Procedente de los 27 analisis realizados sobre la tarjeta de estudio, mas otros 4 analisis que fueron afadidos, se
puede determinar gue es inocua para el ser humano. Por lo que esta muestra, no presenta propiedades
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electronicas, magnéticas o de algin otro tipo gue sean dafiinos a la salud mediante su contacto. Resultados
mostrados en tabla resumen.

NOMBRE DE LA PRUEBA

| TIP0 DE ANALISIS

VALOR LIMITE PROMECIO

VALDR O8TENIRO

CBSERVACIONES

magnetismo cara trasera

Andlisis 1 de ferrosidad (20 cm) -9AAD Sin lectura fuera del rango de deteccion.
Andlisis 2 de ferrosidad (15 cm) 9 A 4D Sin lectura Fuera del ranga de deteccion.
Prucba de ferrosidad Ge find | Andlisis 3 de ferrosidad {10 cm) -G A 4D Sinlectura fuera del rango de deteccidn.
aa,
Andlisis 4 de ferrosidad {5 cm} 9 A 40 Sin lectura Fuera del rango de deteccidn.
| Analisis 5 de ferrosidad [2 cm} -9 .4 40 Sin lectura Fuera del rango de deteccion.
Prueba de ferrosidad GP Andlisis 6 de ferrosidad €, Audible-Vibratoria Ausencia Sin sefial de presencia.
Painter. Frontal _l o
Andlisis 7 de ferrosidad C. Aucible-Vibratocio Ausencia Sin sefal de presencia,
Lateral .
Prueba electrostatica Goldstar | Andlisis 8 de electrostdtica 1.00V 1pv Valor inferior al promedio.
Q59100D. i o
T Andlisis 9 Rayos Gamma (20 S~B6Svo>13 pSv/h 0.0000063mSv Infenor @ 0.00015 uSv del )
o} valor normal de expasicidn
Andlisis 10 Raycs Gamma {15 5-6500>13 pSvih 0.0000081mS5v Inferior a D.00015 pSv del
cm) valor normal de exposicién |
Prueba de deteccidn de rayos | Andlisis 11 Rayos Gamma (10 5-65vo>13 uSv/h 0.000008tmSv inferior a D.00D15 pSv del
gamma cm) valor ngrmal de exposicion
Andlisis 12 Rayos Gamma {5 5-65va>13 pSvwh 0.0000087mSv Inferior a 0.00015 pSv del
cm) valar normal de exposicion |
Andlisis 13 Rayos Gamma (2 5-6Sva>13 uSv/h 0.0000082mSv Infericr a 0.00015 pSv del
cm) valor normal de exposcion
Andlisis 14 Rayos Gamma (0 S—6Sv0>13 pSvih 0.0000096m Sy Inferior 3 Q.00015 uSv del
cm} vator norma! de exposicidn
Prueba de magnetismo con | Analisis 15 Ubicacidn Mancha magnética Traslicido No se detecta contorno.
visor magnética. magnetisma cara frantal
Analisis 16 Ubicacton Mancha magnética Traslicido No se detecta conterno,

horizontal,

Parque Tecnologico Querétaro s/n Sanfandila, CP, 76703, Pedro Escobedo. Qro., México.

Tel: +52 (4421 211 6000

Wy ridetas e

Prueba de formacién de | Andlisis 17 Recubrimiento de | Aglomeracién de material Sin atraccion Sin arientacién magnética.
Campo magneético. material férrico. férrico
Andlisis 18  lonizacién  y 100uT oY Sin fuerza magnética.
polaridad 20 cm
Andlisis 19 lonizacién  y 10QuT 0T Sin fuerza magnética.
polaridad 15 cm
Prueba de ionizacidn y | Andlisis 20  lonizacién 100uT 0T Sin fuerza magnética,
pofaridad de carga mediante | polaridad 10 ¢cm
materiales de nendimio
Andlisis 21 lonizacién  y 100uT ar Sin fuerza magnética.
polaridad 5 cm o
Andlisis 22 lonizacidn ¥ 100uT or Sin fuerza magnetica.
polaridad 2 cm
Andlisis 23 lonizacién  y 100pT oT Sin fuarza magnetica.
polaridad 0 cm - o | S _ :
Prueba medlante barra de | Andlisis 24 Induccibn de voltaje 100V Veafved ov | Sindeteccion de wiferencis ce
induccidn  de  woltaje e | vertical, ‘ potenci, 4
identificacién de polaridad. <
Andlisis 25 Induccién de veltaje 100V veafved oV [ &
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Il. ANALISIS DEL SEMICONDUCTOR.

En este estudio se analiza un material semiconductor, que es una oblea o sustrato de Silicio con impurezas para
la formacién de materiales N (negativo) y P (positivo) cuya estructura quimica en porcentaje de peso se muestra
en la ilustracion siguiente:

Application Note
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Spectrun: Acguisitios 4464

El AN Jezies WeR. © merm. C Acos. C Error (1 Sigma)

¥Ry (ws.A] [at.y) [we.N)

1 G 4 F-series #4.07 S8 LY .9
51 14 K-secies 19.22 18.38 s. 6 °.9%

O 2 E-sezies 17.32 16.04 4.7 .2

Ca 20 E-series 3.0 1.6 .72 o.12

%1 3% E-sezies 1.4 1.3 0.3 o.00

C3 29 K-aezies 9.18 0.34 0.2 .04

if K-series 0.38 0.3¢ 0.%6 0.03

€l 17 K-serzies 0.0

[lustracion 3 Analisis de semiconductor.

La combinacién de los tipos de materiales N-P se desconocen al estar ya conformados quimicamente y
encapsulados, para lo cual habria que examinar su proceso de fabricacién en laboratorio.

En la ilustracién se muestran los materiales de Silicio, Oxigeno y Carbono como principal elemento, con
impurezas de niquel, calcio y azufre, que constituyen al semiconductor, el elemento de cobre, pertenece a la
unién entre las lineas plateadas y el material semiconductor, siendo los demads elementos materiales que se
encuentran cotidianamente, por lo que se verifica la existencia de un semiconductor.
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